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【はじめに】AlGaN/GaN HEMTは高い絶縁破

壊電界と飽和電子速度を有し、高出力・高周波

デバイスへの実用化が進んでいる。一方、高出

力・高周波動作時における自己発熱による出力

と信頼性の低下が課題となっている。そこでデ

バイスの放熱性の向上を目指して、高い熱伝導

を有するダイヤモンドを放熱基板とする

GaN-on-Diamond 構造の研究開発が行われてい

る[1]。我々はこれまでに、表面活性化接合 

(SAB)法を用いて常温でダイヤモンドと GaN

との直接接合を実現し、高い耐熱性を実証した

[2]。また、Si上に成長した nitride/3C-SiC層を

ダイヤモンド上へ転写し、GaN HEMT を試作

し、高放熱性を実証した[3]。今回、我々は Si

上に結晶成長した AlGaN/GaN 層を CVD ダイ

ヤモンド基板へ転写し、GaN HEMT の作製と

電流―電圧特性の評価を行った。 

【実験方法】Si（111）基板上に成長された

AlGaN/GaNエピ膜（20 nm / 700 nm）を、SAB

法を用いてダイヤモンド基板へ転写し、GaN 

on-diamond 構造を作製した。その後、メサ構

造を作製し、ソースとドレイン電極及びゲート

電極を形成し、GaN HEMT on-diamond構造を

作製した。同様に作製した GaN HEMT on-Si

構造と電流―電圧特性を比較した。 

【実験結果】GaN HEMT on-diamond と GaN 

HEMT on-Si構造の電流―電圧特性を図 1に示

す。GaN HEMT on-Siと GaN HEMT on-diamond

構造の最大ドレイン電流密度がそれぞれ 210 

と 270 mA/mm で あ っ た 。 GaN HEMT 

on-diamond 構造のドレイン電流の増加は放熱

性の向上によるものだと考えられる。

 

Fig. 1. I-V characteristics of GaN HEMT 

on-diamond and on-Si substrates for VGS varied 

between + 1 to – 8 V with a step of 1 V. 
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